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摘要(译)

一种显示装置，包括薄膜晶体管，所述薄膜晶体管具有半导体层，所述
半导体层包括层叠在第一绝缘膜上的i型半导体和掺杂杂质的半导体，形
成在所述半导体层上的第一电极，以及由数据的一部分形成的第二电极
线。在数据线和晶体管上形成第二绝缘膜，并且在第二绝缘膜上形成第
三电极并与栅极线重叠。在沿沟道长度方向的第一电极的端部的横截面
中，掺杂杂质的半导体在晶体管的沟道长度方向上延伸超过第一电极0.2
μm的最小距离。 i型半导体在沟道长度方向上延伸超出掺杂杂质的半导
体。
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